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Sputter evaporation source has been developed to observe the initial growth of thin
film on the substrate in an ultra high vacuum(UHV)atmosphere.The source is
necessary to control easily a low sputtering speed and、vork at a low voltage for the
experiments frhe triode source 、vas mandfactured and tested in an ordinary high
vacuum The operation M/as successful to make sputter deposition of Cu,WIo,ヽ「ヽand
Mo‐Si
The sputter yields which vere additionany obtained froni the experiments agreed
very wen with the values in the already published reference.
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10 2Torrのアルゴン中での平均自由行程 (mean free
path i m.fp.)で約 0.5 cmであるから,スパッタ原子は,
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0-300Vdc
O-10 Amps
















効=締 … … … … … 0
となる。式5, 6より,壁面と軸中心での電子密度の`比
率は,




















































































To Earth Or Roating
300V
酎g. 5  A scheme of a Triode sputtering
experiinenttl apparatus.


















Fig. 6  Characterねtics of plasma discharge as
a function of Ar pressure.
Fig。 7  Characteristics of plasma discharge aS















































































Table  I  Frequency=thickness conversion
for■lula of thick4ess counter for
several materials`
延
Target voltage  -500V
●IP=140mA  ITg2 90mA
▲IP=90mA  IT=1 80mA
・ IP=50mA  IT=115mA
12345
Deposi‖on Time(min)
Cu sputter deposition characteristics as
a function of plasma current at a
target volttage of-500V.
























IP:プラズマ電流    PT:ターゲット電力
(I VTI×I IT I)
IF:フィラメント電流  DT:スパッタ時間
VP iプレート電圧    df:周波数変化
VT:ターゲット電圧   dtD:膜厚変化


























Table II  One eXample of sputtering speed Of
Cu at 6×10 4Torr Ar atmosphere.
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Target Power(W)
































































































約=偽よ下 希 砺 十ρ胸誌 … 硼
ng.11
Deposition(min)
The difference of the Cu deposition
characteristics, whether the focussing







Fig.12 MO Sputter deposition characterstiCS as















Fig. 13 W Sputter depodtion characteristics as
a function Of plasma current.
Mo―Si
Target Vottage -500V
・ IP='40mA  IT=280 mA
▲IP=90mA  IT=1.77 mA





Fig. 14 MO―Si sputter depositio■






















Plasma Current  90mA




Fig. 15 The comparねon f the sputtering
deposition characteristics among Cu,


















































ng。 16 The sputtered specimen is assulned to
fo1low a cOsine lav distribution at the
substrate (a qzartz osdllator).
oscRIttOr









































































φ′=2だ(0)瓦算幸(εοS θ+1)εOs θ/ど2死′χ ……lη
ここで, I=ぬ力θであるから,式17は,
グ=2ЖOノと子f(a姑,十嚇ηθ″′





















18 The schematicalinodel for the numerical calculation of the sputtering yields.
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Table II Obterved ttputtering yields S of Cu,Mo andヽV (Sputtering condition,IⅢ=90コnA,VT=-500
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各電種の配置 (スパッタ鶏何)と,(げス源の減少につ
.参 考 文 献
―
いて,改良点を箇条書きに述べる。
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ット面積を決定する.ために|,ター ゲットにアパチャー を  2)織田善次郎 :エレクトロニクス,昭和48年10月号
つける。                        1283.
O放電は,フィラメント及びぅプレー トの形状とそ  3)細川直吉:真空19(1976)329.
の距離の強関数であるので,これらに工夫をこらし,ア  4)織日善次郎i― 麻蒔立男・ 牟田弘樹,濤延孝夫:応用
ルゴシ雰囲気の圧力10~4Torr台で,放電ヒステリシスを    物理 36(1967)28駐
減少さ士,安定な放電を行うようにする。         5)細川直吉:真空 14(1971)211.
(b)0ガス源としてぶるまい得る
“集東
チュー プとプレ  6)■G TISone and P.D.CFuZan:Ji Vac.Sci・
―トボックスを一体化する。                 Technol.12(167D10681
0フイラメントを納めている,フィラメントボッタ  7)W.ユRyden,II_巳Binddl,L.Hi HOIshwander
スはォスパッタ源の中で,最も大きいガス涼と考えられ    and E.F.Labuda:J,Vac.Scil TOChn01.15(1978)
るの為 これと,集束チュー プを,マイカ等で,じゃ断    290.
し,集束チューブヘの熱伝導を小さくする。       3)本1多侃士:気体放電現象 (東京電機大学出版局,
以上のこと力、UHV装置で用いる場合の改良点として,    1970).
提げられる。                     9)G_Carter and J.S Colligon:Ion BombardmeFlt Of
lSol遺(Hcinelnann,1968).
